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Останнім часом, завдяки широкому застосуванню у твердотільних пристроях та 
майбутнім перспективам, напівпровідникові халькогенідні стекла викликають посилену 
увагу дослідників. До цих матеріалів відносять також елементарний халькоген – 
склоподібний селен, раніше у свій час детально досліджений при фазових переходах 
стосовно до процесів електрофотографії. Передбачається, що матеріали, які вміщують селен, 
можуть володіти привабливими властивостями [1,2]. Очікується також, що 
напівпровідникові халькогенідні стекла, які містять срібло зможуть знайти широке 
застосування у пристроях оптичного запису, твердих електролітах та термоелектричних 
перетворювачах. Тому знання про структурні, електричні, оптичні та термоелектричні 
властивості цих халькогенідних матеріалів можуть відіграти суттєву роль. Структурні та 
термоелектричні властивості масивного матеріалу AgSbSe2 та композитів на його основі 
досить добре представлені у працях [3]. Зважаючи на сучасну тенденцію до мініатюризації 
термоелектричних пристроїв, поряд із дослідженням властивостей масивних зразків 
необхідно вивчати і властивості тонких плівок цих матеріалів. У цій праці подано результати 
досліджень тонких плівок AgSbSe2, легованих акцепторними та донорними домішками, а 
також структур на їх основі. Відповідно, синтезовані зливки AgSbSe2 використано як мішені 
для наступного їх випаровування-осадження імпульсним лазером YAG: Nd

3+ (метод 
імпульсного лазерного осадження, PLD). Тонкі плівки нарощували на підігріті до 200C 
підкладки: скло, сапфір або кремній. Товщини плівок, залежно від умов росту, становили від 
30–3000 нм. Досліджено структуру синтезованих масивних матеріалів. Проведено 
структурний аналіз та досліджено морфологію поверхні плівок, осаджених на різні 
підкладки. Для цього використовували наступні методи: дифракцію електронів високих 
енергій (HEED), рентгенівську дифрактометрію (XRD) та сканувальну електронну 
мікроскопію (SEM). Визначено параметри кристалічної решітки та оцінено середній розмір 
кристалітів, які формують плівки за різних умов осадження. Одержано температурні 
залежності питомого електричного опору плівок в інтервалі температур 290–555 К. 
Проведено вимірювання оптичних та термоелектричних параметрів плівок. 
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